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Moduly optoelektroniczne do zastosowan w interferometrii

Moduly laserowe do zastosowan w technice wojskowej, ochronie
srodowiska, medycynie i przemysle

Czujniki $wiattowodowe do zastosowan w ochronie §rodowiska
naturalnego, medycynie i przemysle

Poétprzewodnikowe pompy laserowe

Moduty detektoréw promieniowania podczerwonego
Materiaty aktywne 1 nieliniowe

Elementy optyki §wiattowodowe]

Opracowanie uktadu do zdalnego wykrywania broni chemicznej i
biologiczne;j



Politechnika Warszawska =¥

VWydziat Mechatroniki m‘-’

Instytut Mikromechaniki 1 Fotoniki

Cyfrowa kamera holograficzna do pomiarow dowolnego
wektora przemieszczen - CIH1064

Koncepcja pomiaru

‘_\\\\
Glowica
pomiarowa 2 g —
S kabel $wiatlowodowy I
Aldyuna Sterowanie
e
Schemat CIH1064
Glowica pomiarowa Blok sterowania foswetienta Modut aktywnej
; , , . i modulacji fazy
wigzki oswietlajgce dla pomiardw przemieszczen (u,w) Gtowica pomiarowa

sprzegacz

wigzki oswietlajace dla pomiaréw przemieszczen (v,w)

Parametry techniczne:
o - QO wymiary: $=46 mm, dtugos¢ 100 mm;
programowanie O pole pomiarowe — 10 mm x 10 mm;
O obiekt w odlegtosci do 150 mm;
Holography Application Q %rc')d’ra Swiatta: mikrolaser A=1064 nm z wyjsciem
swiattowodowym (prod. WAT);
S (] Q  czutodC bazowa pomiaru w(x,y): 303 nm/prazek;
Simple mode allows user ta accomplish meastrements O czutos¢ bazowa pomiaru przemieszczen w pfaszczyznie
with ore buttan click using default parameters. u,v: 810 nm/prqiek
O niepewnos¢ pomiaru w: +/-25 nm;
O niepewnos¢ pomiaru u,v +/-50 nm;
Adtvorveed (lsborators] mode O mozliwos¢ zdalnego monitorowania przemieszczen obiektu.

Advanced mode enables uger bo access all program
options matually. I

Przykiadowe pomiary

2.5 mm

| |0

¥ | field of view

U automatyczny pomiar
O konturowanie obiektéw ze zmienng czutoscig
O zautomatyzowana analiza danych

45 mm
przemieszczenia przemieszczenia
- pozapfaszczyznowe w p+§§mzczyzn|e
Zastosowania: -

- inzynieria materiatowa
- badania czesci maszyn i mikrosystemoéw
- biologia i medycyna

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki tel. 022 234 86 02
Politechnika Warszawska fax 022 234 86 01

ul. sw. Andrzeja Boboli 8 http:/zto.mchtr.pw.edu.pl

02-525 Warszawa zto@mchtr.pw.edu.pl




Politechnika Warszawska =¥

Wydziat Mechatroniki mﬂ.’

Instytut Mikromechaniki 1 Fotoniki

Cyfrowa kamera holograficzna do pomiarow
przemieszczen pozaptaszczyznowych i ksztaltu CIH532

Koncepcja pomiaru

Glowica
pomiarowa —

kabel swiattowodowy
s N

Aktywna
o moginca || Sirovare I
Glowica pomiarowa
Blok sterowania | adwietlania
Schemat CIH532
Modut aktywnej
modulacji fazy
sprzegacz
Mot A - g 10;90_[Iaser |
® &= ) Pz
Ob DW
Oprogra mowanie Glowica pomiarowa
Holography Application Para metry techniczne:

wymiary: $=50 mm, dtugo$¢ 100 mm;

pole pomiarowe - 10mm x10 mm;

obiekt w odlegtosci do 100 mm;

masa gtowicy pomiarowej: 500 g;

zrodta $wiatta: mikrolaser A=532 nm z wyjsciem Swiattowodowym
(prod. WAT);

czuto$¢ bazowa pomiaru (W(x,y): 622 nm/prazek;

niepewnos$¢ pomiaru: +/-45 nm;

czuto$¢ bazowa pomiaru u(x,y): od 30 mm do 600mm;
niepewno$¢ pomiaru u(x,y): od +/-4 mm do +/-35 mm;
mozliwos¢ zdalnego monitorowania ksztattu i deformacji obiektu.

Simple [outdoor] mode

L Simple mode allows user to accomplish measurements
Ve with ane button click using default parameters.

laboratory] mode
Advanced mode enables user to access all program
options manually. I

Exit |

o000 O0Opo0dO0o

O automatyczny pomiar .

O konturowanie obiektéw ze zmienng Przyktadowe pomiary
czutosciq

O zautomatyzowana analiza danych

Zastosowania:

- inzynieria materiatowa

- badania czesci maszyn i mikrosysteméw
- biologia i medycyna

mm

a9

pomiar ksztattu u(xy)

=] j pomiary przemieszczen
— pozaptaszczyznowych w(Xx,y)

10 \\] I'pm

8-

600
plxels

micrometers

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki tel. 022 234 86 02
Politechnika Warszawska fax 022 234 86 01

.......................

ul. $w. Andrzeja Boboli 8 http:/zto.mchtr.pw.edu.pl
02-525 Warszawa zto@mchtr.pw.edu.pl

1000 1200




Politechnika Warszawska =

Wydziat Mechatroniki Lr

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Fl

. @ Urzadzenie do pomiaru przemieszczen
w ptaszczyznie i odksztatceh w catym
polu pomiarowym ekstensometru

B Automatyczna analiza interferogramow
oprogramowaniem ExtensometryApplication

Mozliwos¢é pomiaréw bezposrednio na obiekcie
B (Niska czuto$¢ na drgania)

Zrodto $wiatta i mikrolaser zamontowany
B w urzadzeniu lub z wyjsciem Swiattowodowym
A=532nm (prod. WAT)

interferogram

[ustr]

Oprogramowanie:

Extensometry Application

2 [
przemieszczenia u(x,y)

Simple [outdoor) mode

Simple mode allows user to accomplish measuements
with one button click using default parameters.

odksztatcenia & (x,y)

Parametry techniczne:

B pole pomiarowe: 2x3 mm
B siatka przedmiotowa: 1200 linii/mm
B czuto$¢ bazowa: 417 nm/prazek : :
Politechnika Warszawska

@ dokfadnosc: 20 nm , Wydziat Mechatroniki -
B zakres pomiaru przemieszczeni do 20mm Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

w polu pomiarowym , 8 Sw. Andrzeja Boboli St. ph. +48 (22) 234 82 83
M zakres pomiaru odksztatcen: od 0.001-0.1% PL 02-525 Warsaw, Poland fax +48 (22) 234 86 01

zto@mchtr.pw.edu.pl http:// zto.mchtr.pw.edu.pl



WOJSKOWA ——
” AKADEMIA TECHNICZNA

DEMONSTRATORY MIKROLASEROW 1.06 um
i 532 nm DO MIKROINTERFEROMETROW

i = B =_.'n=|r

EAMERA CUCD

Charakterystyki

Mikrolaser Nd:YAG Mikrolaser SHG Nd:YVO,
Diugosé fali generacji 1.064pm Dlugosc fali generacji
Srednica rdzenia swiatlowodu 6 um Srednica rdzenia swiatlowodu
Generacja ciagla: Generacja ciggla:
Moc wyjsciowa 10 m\W Moc wyjsciowa
Generacja impulsowa: Generacja impulsowa:
Czestotliwosé repetycji <1 kHz Czestotliwosc repetycji
Czas trwania impulsow <1ms Czas trwania impulsow

PBZ-MIN 009/T11/2003

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki, tel. 6839717, fax. 6668950, email:kkopczynski@wat.edu.pl




% WOJSKOWA ——
> AKADEMIA TECHNICZNA

DEMONSTRATORY MIKROLASEROW
MONOIMPULSOWYCH 1.06 um i 532 nm

Charakterystyki

Mikrolaser Nd:YAGI/Cr*:YAG Mikrolaser SHG Nd:YAG (SHG Nd:YVO,)
Dlugose fali generacji 1.064um Dlugosc fali generacji 532 nm
Czestotliwosc repetycji 5-15 kHz Czestotliwosc repetycji 2-10 kHz
Energie impulsow 1-2 pd Energie impulsow 0.7 pd
Czas trwania impulsow 0.8-10 ns Czas trwania impulsow 3-5ns

PBZ-MIN 009/T11/2003

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki, tel. 6839717, fax. 6668950, email:kkopczynski@wat.edu.pl




Laser & Fiber Electronics Croup

|
Wroctaw University of Technology |W

Jednoczestotliwosciowy mikrolaser na ciele statym 532nm

Arkadiusz J. Antonczak, Krzysztof Abramski, Pawet Kaczmarek, Jarostaw Sotor
Politechnika Wroctawska, Grupa Elektroniki Laserowej i Swiattowodowej, ITTA
Wyb. Wyspianskiego 27, 50-370 Wroctaw, Tel.: +48 71 320 40 79, Fax.: +48 71 320 31 89
e-mail: arkadiusz.antonczak@pwr.wroc.pl, web: http://ge.ita.pwr.wroc.pl

Oferta
Przedmiotem oferty jest prototypowa wersja jednoczestotliwosciowego zielonego mikrolasera na ciele stalym prze-
strajanego kanatowo w pasmie 220GHz. Akcje laserowg na dtugosci fali 532nm uzyskano poprzez generacje drugiej
harmonicznej fali podstawowej 1064nm w krysztale KTP. Zastosowanie konfiguracji filtra Lyot-a pozwolito wymusié
prace jednomodowaq. Laser charakteryzuje sie praca jednoczestotliwosciowg z maksymalng mocg wyjsciowg na po-
ziomie 50mW (typ. 30mW) dla modu TEMgy,. W celu poprawy jakosci wigzki wyjsciowej laser zostat on dodatkowo
wyposazony w diafragme oraz kolimator, ktéry umozliwia uzyskanie plamki o $rednicy < 4mm na drodze 20m.
Oferowany zielony laser dedykowany jest do zastosowan metrologicznych a w szczegdélnosci do: wibrometrii,
interferometrii i holografii wielkoformatowe;j.

- 100,0 >

110 9 8 7—6—5—4— 3
: : W Schemat budowy jednoczestotliwosciowego
mikrolasera Nd:YAG/KTP z filtrem Lyota:

1-TEC, 2 — dioda pompujaca, 3 — GRIN,

4 — krysztat lasera Nd:YAG (f3x5mm),

5 — plytka Brewstera, 6 — KTP 2x2x5mm,

7 — dichroiczne zwierciadto, 8 — stoliki (XY) do
] pozycjonowania diafragmy, 9 — dzielnik $wiatta
dichroiczny 532/1064nm,

10 — pozycjoner kolimatora, 11 — kolimator,

Fotografie mikrolasera Nd:YAG/KTP 532nm: a) — od strony wyjscia $wiattowodowego, b) — od strony rezonatora lasera,

Specyfikacja lasera:  dlugosc fali pompujacej 808 nm
(Nd:YAG/KTP) wyjsciowa dtugosc fali 532 nm / 1064nm
maksymalna moc wyjsciowa @ 532nm Ps32 >50mW (typ. 30mW)
maksymalna moc wyjsciowa @ 1064nm P1oss ~5mW (typ. 4mW)*
zakres przestrajania @ 532nm AF — 220GHz
stabilnos¢ mocy wyjsciowej @ 532nm <1% (0,26mW@P5s320m = 32,8mW)
pobor mocy lasera / uktadu stabilizacji temperatury <3W/5-15W**
Srednica wigzki 0-20m <4mm, typ. 3,5mm
opcjonalnie uktad stabilizacji czestotliwo$ci lasera ~107

* - wyjscie $wiattowodowe
** - w zalezno$ci od warunkéw $rodowiskowych

Laser opracowano w ramach grantu zamawianego PBZ-MIN-009/T11/2003, zadanie 1.3: ,,Opracowanie uktadu
kontroli aktywnej stabilizacji czestotliwosci mikrolaseréw jednoczestotliwosciowych ciata statego”


mailto:arkadiusz.antonczak@pwr.wroc.pl
http://qe.ita.pwr.wroc.pl/

Modul laserowy — stabilizowany laser He-Ne 1mW

Zastosowanie:

zrédto promieniowania w uktadach interferometréw laserowych do
zamontowania w: systemach pomiarowych maszyn sterowanych numerycznie,
jednoosiowych komparatorach, precyzyjnych stotach technologicznych,
stanowiskach do fotolitografii, laboratoriach badawczych.

Podstawowe parametry:

moc wyjsciowa 1 mW (moc sumaryczna dwdch modow)

praca dwudomowa, dwie wzajemnie prostopadte polaryzacje

roznica czestotliwosci modow lasera 1079 MHz

srednica wiazki wyjsciowej 8§ mm

dokladnos¢ cze¢stotliwosci lasera wynosi 3 x 10 exp-8,

w warunkach przemystowych

przy zmianach temperatury otoczenie +/- 10 °C

- stabilno§¢ krétkookresowa 2.2 x 107" (czas usredniania 1 s)

- zakres pomiarowy w ukladzie interferometru wynosi 30 m

- zakres pracy 0- 40 °C (+ 10 °C od zataczenia petli, (£20°C z
radiatorem

- gwarantowany czas pracy lasera 10 tys. godzin,

- zasilanie glowicy 12 V

- wymiary 240x30x50 mm

- waga 300 g, 1700 g z zasilaczem

- klasa bezpieczenstwa promieniowania laserowego — II

Interferometer Frequency stabilized HeNe laser head
Retroreflector

Widok opracowanej glowicy laserowe]

Producent: Lasertex Sp. z o. o. kontakt: lasertex@lasertex.com.eu
Cena : 12 tys. zt



mailto:lasertex@lasertex.com.eu

WOJSKOWA ——
& AKADEMIA TECHNICZNA

DEMONSTRATORY MIKROLASEROW 1.5 pm
IMPULSOWYCH | CIAGLEGO DZIALANIA

Charakterystyka

Mikrolasery Er,Yb:glass
Moc wyjsciowa cw / sr.impulsowa 150/80 mW
Czestotliwosc¢ repetycji 10 kHz
Energia impulsow 5-7Tud
Czas trwania impulsow 6-10 ns
Moc szczytowa 1 kW

PBZ-MIN 009/T11/2003

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki, tel. 6839717, fax. 6668950, email:kkopczynski@wat.edu.pl




G5 WOJSKOWA ——
<3’ AKADEMIA TECHNICZNA

GENERATOR Er:SZKtO
DO NADAJNIKOW DALMIERZY
“BEZPIECZNYCH DLA WZROKU”

$f
v

Charakterystyka

Generator Er':szklo

Modulator dobroci rezonatora  pasywny Co”:MALO
Diugosc¢ fali generacji 1535 nm

Czestotliwos¢ repetyciji 1Hz (20 Hz burts)

Energia wyjsciowa 30 mJ

Czas trwania monoimpulsu 65 ns

Wymiary 150 mm x 44 mm x 23 mm

PBZ-MIN 009/T11/2003

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Informacje: tel. (48 22) 683 90 19, fax (48 22) 683 78 13, e-mail: rostrowski@wat.ed.upl




By —— WOJSKOWA ——
<72 AKADEMIA TECHNICZNA

GENERATOR PARAMETRYCZNY
DO NADAJNIKOW DALMIERZY
“BEZPIECZNYCH DLA WZROKU”
IOPO-KTP-YLF

Charakterystyka

Generator IOPO Nd:YLF - KTP
Modulator dobroci rezonatora modulator Cr:YAG
Dtugosc¢ fali generacji 1547 nm
Czestotliwos¢ repetyciji 100 Hz

Energia wyjsciowa 0.5mJ

Czas trwania monoimpulsu 1.65 ns

Jakosc¢ wiazki TEM,,

PBZ-MIN 009/T11/2003

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki, tel. 6837153, fax. 6668950, email:wzendzian@wat.edu.pl




WOJSKOWA —
<Y’ AKADEMIA TECHNICZNA

GENERATOR PARAMETRYCZNY
DO NADAJNIKOW DALMIERZY
“BEZPIECZNYCH DLA WZROKU”
IOPO-KTP-YVO

Charakterystyka

Generator IOPO Nd:YVO, - KTP

Modulator dobroci rezonatora modulator A-O
Diugosc fali generacji 1572 nm
Czestotliwos¢ repetyciji 2.5 -40 kHz
Energia wyjsciowa 90 -40 pJ
Czas trwania monoimpulsu 3.5-45ns
Jakosc¢ wigzki TEM,,

PBZ-MIN 009/T11/2003

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki, tel. 6837153, fax. 6668950, email:wzendzian@wat.edu.pl




WOJSKOWA
*AKADEMIA TECHNICZNA

IMPULSOWY LASER Nd:YVO,
Z KONWERSJA NA 2. HARMONICZNA

Osrodek czynny

Modulator dobroci rezonatora
Przetwornik na 2. harm
Metoda konwersji

Ditugosci fali generacji

Zakres czestotliwosci repetyciji
Moc srednia @ 1064 nm

Moc srednia @ 532 nm

Czas trwania impulsu

Energia wyjsciowa @ 1064 nm
Energia wyjsciowa @ 532 nm
Luminancja @ 1064 nm
Luminancja @ 532 nm

Nd:YVO,
modulator A-O
KTP Il typu

poza rezonatorem
1064 nm, 532 nm
25 -100 kHz
do6.4 W

do 2.7 W

>10 ns

do 130 uJ

do 40 uJ

do 1.1 TW/cm®/srd
do 2.4 TW/cm?/srd

PBZ-MIN 009/T11/2003

Instytut Optoelektroniki WAT , 00 908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
jjabczynski@wat.edu.pl, www.ztl.wat.edu.pl, tel: (022) 683 7088, fax (022) 666 8950




IMPULSOWY LASER Nd:YVO,

Z WEWNATRZ- REZONATROWA KONWERSJA
NA 2. HARMONICZNA

Charakterystyka

Osrodek czynny -

Modulator dobroci rezonatora

Metoda konwers;ji

Przetwornik na Il harm
Dtugos¢ fali generacji

Zakres czestotliwosc¢ repetyciji
Moc srednia @ 532 nm

Czas trwania impulsu
Energia wyjsciowa @ 532 nm
Luminancja @ 532 nm

Nd:YVO,

modulator A-O
wewnatrz- rezonatorowa
LBO | typu

532 nm

25 -100 kHz

do 3.8 W

> 50 ns

do 110 uJ

do 0.8 TW /cm®/srd

PBZ-MIN 009/T11/2003

Instytut Optoelektroniki WAT , 00 908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
jjabczynski@wat.edu.pl, www.ztl.wat.edu.pl, tel: (022) 683 7088, fax (022) 666 8950




WOJSKOWA ——
“Z? AKADEMIA TECHNICZNA

LASER Er:YAG
Z MODULACJA DOBROCI REZONATORA

Widok generatora lasera Er:YAG z Q- modulacja. Na rysunku
oznaczono: 1-wejscie chiodzenia, 2 - wyjscie chlodzenia,

3,5,9 - zwierciadla rezonatora, 4- glowica laserowa,

6- komorka Pockelsa, 7- sterowanie i zasilanie komérki Pockelsa,
8- migawka, 10 - optyka sprzggajaca z wicknem, 11 - zlgcze SMA

Charakterystyka

Generator Nd:YAG
Modulator dobroci rezonatora modulator E-O
Diugosc¢ fali generacji 2936 nm
Czestotliwosc¢ repetycji 5-15 Hz
Energia wyjsciowa 10-15 mJ
Czas trwania monoimpulsu 40 ns

Jakos¢ wiazki TEM,, (M*=1,2)

PBZ-MIN 009/T11/2003

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI
ul. Kaliskiego 2, 00-908 WARSZAWA, te. (48 22) 683-94-30, fax. (48 22) 666-90-50
http://www.wat.edu.pl, informacja e-mail: azajac@wat.edu.pl,




System do pomiaru parametrow wody
(opracowany w ramach Programu Badawczego Zamawianego
PBZ-MIN-009/T11/2003)

- Parametry techniczne systemu

Czujnik Twardosc¢ Czujnik jonéw metali
pH ciezkich

zakres pomiarowy |6.5—7.8 lub | 10-5-10-2 M/dm3 | 10-7 - 10-4 M/dm3
7.7-94

doktadnosc¢ 0.04pH |0.1pCa 0.1 pMe

- pomiar wartosci pH, twardosci wody oraz catkowitego stezenia jondw metali
ciezkich za pomocg czujnikodw optoelektronicznych w wersji przeptywowej

- modutowa konstrukcja systemu umozliwia jego fatwg modyfikacje i
rozszerzenie ilosci mierzonych parametréw

- catkowicie automatyczna praca systemu nadzorowana przez komputer

Zdjecie systemu pomiarowego

Kontakt:

Wydziat Chemiczny

Politechnika Warszawska

Ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

dr hab. Artur Dybko

tel. 022 2345825, e-mail: dybko@ch.pw.edu.pl



AUROMETR

Optoelektroniczny miernik zakresu widzialnosci
i natezenia opadow

Zasada pomiaru

Zakres widzialnosci ograniczany jest przez zawartos¢ czastek wody i pytow w
atmosferze. Pomiar widzialnosci w wykonanym mierniku opiera sie na pomiarze mocy
rozproszonej od tych czgstek zawieszonych w niewielkim obszarze atmosfery o
objetosci okoto14 cm® przy skosnym o$wietleniu tego obszaru modulowanym
promieniowaniem o dlugosci fali 875 nm. Widzialnos¢ w zakresie (0,12 — 2) km
odpowiada $redniej, mierzonej mocy rozproszonej (1000 — 10) pW.

Opady w postaci kropel deszczu lub ptatkéw $niegu przelatujace przez obszar
pomiarowy wywotujg powstawanie w mierniku sygnatow impulsowych o amplitudzie i
czestotliwosci powtarzania zaleznej od natezenia opadu. Po ich usrednieniu uzyskuje
sie 3% owag zgodnos¢ tak wykonywanych pomiaréw natezenia opadu wyrazong w
[mm/godz] z pomiarami ilosci wody spadajacej w okreslonych odstepach czasu.

Dane
e Zakres mierzonych widzialnosci ( 0,1 —2 ) km z mozliwo$cig rozszerzenia
Cyfrowy pomiar widzialnosci i opadow z wyjsciem tgczem RS 232 i RS485
Analogowy pomiar widzialnosci z wyjsciem na pradzie statym
Sygnalizacja przekroczenia ustawianego progu widzialnosci
Zasilanie 12V, (0,4 -1) A w zaleznosci od temperatury
Wymiary (70X 25X 15)cm
Ciezar 4 Kg z wysiegnikiem mocujgcym

Wykonano w ramach PBZ-MiN-009/T11/2003
Politechnika Warszawska Instytut Telekomunikacji tel. 022 825 23 80



STERGWANIE

{ MIKROPROCESOR
| RS232C |—D

DET. KRGPLI

ych kropel

WYNIKI POMIARU OPADOW
(W pordwnaniu z wahadtowym miernikiem opaddw)
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t Telekomunikacii prof dr hab. inz. K. Holejko, dr inz. R. Nowak, dr ir. T. Czarnecki
hnika Warszawska ul. Nowowigjska 15/19 00-665 WARSZAWA tel. 022-825-23-80




AUROMETR II

Aeroklub Czgstochowski wyrazajac zainteresowanie testowaniem miernika Aurometr w
pismie L.Dz.28/04/07 z dn 2007/04/26 zglosit nastgpujace wymagania:

Zakres mierzonych widzialnosci 1 — 10 km w przedziatach co 500m
Pomiar temperatury

Pomiar punktu rosy

Pomiar sity 1 kierunku wiatrow.

Trzy ostanie pomiary wymagane przez aeroklub moga by¢ spelnione po wykonaniu
specjalnych do tego celu miernikéw. Podjgto prace zmierzajace do 10 krotnej zmiany zakresu
widzialno$ci, co wymaga jednak przeskalowania miernika w realnych warunkach widzialno$ci w
zakresie ( 0,5 - 10,5) km.

Rozszerzenie zakresu mierzonych widzialno$ci wiazato si¢ z konieczno$cia istotnego
powigkszenia czuloSci wzmacniacza sygnalowego i pokonanie trudno$ci zwiazane z
ograniczeniem wptywu tla stonecznego. Wersja Il aurometru wymagania te spetnia.

Wykonano w ramach PBZ-MiN-009/T11/2003
Politechnika Warszawska Instytut Telekomunikacji tel. 022 825 23 80
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Zaktad I1 Optyki, Wydziat Fizyki, Politechnika Warszawska g

Glowwa do pomiaru cisnienia

Parametry pomiaru cisnienia:
Zakres

Doktadno$¢ pomiaru :
Rozdzielczos¢

Histereza (dtugookresowa)
Sygnal wyj$ciowy

Parametry optoelektroniczne:
Zrédto $wiatta
Moc optyczna
Wiékno doprowadzajace
Wioékno detekcyjne
Klasa bezpieczenstwa
Zlacza

Parametry elektryczne:

: 0,1 —100 MPa
: 0,1 MPa w zakresie 0,1 — 10 MPa

+ 1 MPa w zakresie 10 — 100 MPa

. 0,05 MPa w zakresie 0,1 — 10 MPa
: 0,5 MPa w zakresie 10 — 100 MPa
: brak

ImV / MPa

: dioda laserowa (635, 670, 785, 1300, 1550 nm)
:3-5mW

: HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500

: HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500

: 3A (wg. PN-EN 60601-2-22 i PN-EN60825-1 )
: FC/PC

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego: II typ B wg. PN-EN60601-1

Zasilanie

:220V/

Modut czujnika dostosowany do pracy ciaglej

Parametry mechaniczne:
wymiary
waga
materiat
media

Parametry srodowiskowe:
Temperatura pracy glowicy
Temperatura pracy czujnika
Temperatura przechowywania
Wilgotnosé

We 120 148 160 IS0 M0 10 M0 260 280 30
CHubenbe AP

Rys. 1. Charakterystyka ci$§nieniowa modutu czujnika

1110 x J 38,8 mm
10,5 kg

: stal nierdzewna

: ciecze i gazy

:1-100 °C

: 0 =50 °C (czujnika)
:-10-100 °C
:0-100 %

Rys. 2. Glowica modutu czujnika

Odlegtos¢ od gltowicy do Zrédia $wiatta i1 uktadu detekcyjnego < 500 m.

?
)
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Zaktad I1 Optyki, Wydziat Fizyki, Politechnika Warszawska '}"’nm,s-“"
Glowma modufu czujnika naprezen
statycznych
Parametry pomiaru naprezen:

Zakres :1-20me
Doktadno$¢ pomiaru : : + 10 pe w zakresie 50 - 1000 pe
: £ 100 pe w zakresie 1000 — 10 000 pe
Rozdzielczos¢ : 20 pe w zakresie 50 - 1000 pe
: 200 pe w zakresie 1000 — 10 00 pe
Histereza (dlugookresowa) : brak
Sygnat wyjsciowy : 5SmV/pue
Parametry optoelektroniczne:
Zrodo $wiatta : dioda laserowa (635, 670, 785, 1300, 1550 nm)
Moc optyczna :3-5mW
Wtokno doprowadzajace : HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500
Wiékno detekcyjne : HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500
Klasa bezpieczenstwa : 3A (wg. PN-EN 60601-2-22 1 PN-EN60825-1 )
Ztacza : FC/PC

Parametry elektryczne:
Klasa bezpieczenstwa elektrycznego: II typ B wg. PN-EN60601-1
Zasilanie 1220V /2A

Modut czujnika dostosowany do pracy ciaglej

Parametry mechaniczne gtowicy:

wymiary : 110 x & 38,8 mm
waga : 0,5 kg
material : stal nierdzewna

Parametry srodowiskowe:

Temperatura pracy gtowicy :1-100°C
Temperatura pracy czujnika :1-50°C
Temperatura przechowywania :-10-100 °C

! Przewody Glowica
0.9 tensometru tensometryczna

0.8
0,7
0,6
0,5
04
0,3
0,2
0,1

Wpust

0 1000 2000 3000 4000 5000

Natezenie §wiatla [j.w.]

Naprezenie [pg]

Rys. 1. Charakterystyka naprezeniowa Rys. 2. Glowica modutu czujnika
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Zaktad I1 Optyki, Wydziat Fizyki, Politechnika Warszawska
Glowwa moduiu czujnika do pomiaru

predkosci obrotowej

Parametry pomiaru obrotéw:

Zakres czestotliwosci
Doktadno$¢ pomiaru :
Odlegtos¢

Zakres napigcia
Rozdzielczos¢
Histereza

Parametry optoelektroniczne:

Zrédto $wiatta

Moc optyczna

Widkno doprowadzajace
Widkno detekcyjne
Klasa bezpieczenstwa
Z}acza

Parametry elektryczne:

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego:

Zasilanie

:0—-10 000 Hz

:+ 1 Hz w zakresie 1 — 10 000 Hz
00,25 -2,25 mm

:-2,0 — - 18,0 V DC impulsowe
: 2Hz

: brak

: dioda laserowa (635, 670, 785 nm)
:3-5mW

: MM 50/ 125 pm

: MM 50/ 125 pm

: 3A (wg. PN-EN 60601-2-22 i PN-EN60825-1)
: FC/PC

IT typ B wg. PN-EN60601-1
1220 V/2A

Modut czujnika dostosowany do pracy ciaglej

Parametry mechaniczne:
Wymiary
Waga
Materiat

Wymagany wypust lub wpust na wale

Parametry srodowiskowe:
Temperatura pracy glowicy
Temperatura pracy czujnika
Wilgotnos¢

Rys. 1. Glowica modutu czujnika do pomiaru

predkosci obrotowe;j

FoPOD et

1 67,6 x J 10 mm
10,1 kg

: mosiadz i aluminium
:10,2x 7,6 x 1,5 mm

:0-100 °C
:0-50 °C
:0-100 %
Tek S Trig*d M Pos; —27.60ms TRIGGER
* Type
an Source
| CH3|
| Slope
|
| Mode
an MY «
3 Coupling

M 10.0ms CH3 7 220
CH3 S.00%Ew CHA S.00WEy  3-Oct-06 1511 14.1305Hz

Rys. 2. sygnat z oscyloskopu
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Zaktad I1 Optyki, Wydziat Fizyki, Politechnika Warszawska '}"’mm,s-“’
Glowwa moduiu czujnika temperatury
Parametry pomiaru temperatury:
Zakres : 10-120°C
Doktadno$¢ pomiaru : : 10,5 °C w zakresie 10 - 120 °C
Rozdzielczosé 1 0,2°C
Histereza (dlugookresowa) : brak
Sygnat wyjsciowy : 0,5mV/°C
Parametry optoelektroniczne:
Zrodo $wiatlta : dioda laserowa (635, 670, 785, 1300, 1550 nm)
Moc optyczna :3-5mW
Wtokno doprowadzajace : HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500
Wiékno detekcyjne : HB 600, HB 800, HB 1300, HB 1500
Klasa bezpieczenstwa : 3A (wg. PN-EN 60601-2-22 1 PN-EN60825-1 )
Ztacza : FC/PC

Parametry elektryczne:
Klasa bezpieczenstwa elektrycznego: II typ B wg. PN-EN60601-1
Zasilanie 1220V /2A
Modut czujnika dostosowany do pracy ciaglej

Parametry mechaniczne gtowicy:

wymiary : 110 x & 38,8 mm
waga 10,5 kg

materiat : stal nierdzewna
media : ciecze 1 gazy

Parametry srodowiskowe:
Wilgotno$¢ : 0-100 %
Cisnienie :

. 100
Przewody Glow1ca} modum .
tensometru czujnika

olejowy

30 40 50 60 70 80 90
temperatura o)

Rys.1. Glowica modutu czujnika Rys. 2. Charakterystyka temperaturowa
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Wykonano w ramach podzadania nr 3.2.2 PBZ-MiN-009/T11/2003

IMiO, PW

Warszawa 2007

Karta informacyjna modulu czujnika do pomiaru wibracji

Sklad modulu

Glowica:

Zintegrowany sterownik:

Parametry monitorowania wibracji
Czgstotliwos¢ (wybierana jednorazowo) z zakresu:

Amplituda progowa (wybierana jednorazowo z zakresu 50-300pum):

Doktadno$¢ wyboru czgstotliwosci:
Doktadno$¢ detekcji przekroczenia progu amplitudy:

Parametry optoelektroniczne
zrodlo $wiatla:

moc optyczna:

wtokna optyczne:

zlacza:

Parametry mechaniczne
Wymiary glowicy

wersja 1:

wersja 2:
Materiaty:

Parametry sSrodowiskowe
Temperatura pracy glowicy:
Temperatura pracy zintegrowanego sterownika:

Parametry zintegrowanego sterownika
Zasilanie:

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego (wg. PN-EN60601-1):

Dostosowany do pracy ciaglej:
Interfejs komunikacyjny:
Program komunikacyjny:

1szt

1szt

50-300Hz
200pm
2%

2%

LED: LD120-0WW-30D
3500mcd; kolor: biaty 6000K

BFH 37-400
SMA

120*45* [4mm
115*18*18mm

PA6,

kauczuk poliuretanowy

10-50C
0-50C

220V/200mA
ItypB

tak

USB

do: Windows 2000/XP



Wykonano w ramach podzadania nr 3.2.2 PBZ-MiN-009/T11/2003 IMiO, PW
Warszawa 2007

Skrécony instrukcja do zintegrowanego sterownika:

Zintegrowany sterownik sktada sie z jednostki optoelektronicznej i programu komputerowego
o nazwie OFLD.

Na plycie czotowej zintegrowanego sterownika znajduje sie:

e Wiacznik sieciowy (ON/OFF)
e  Przelacznik sterowania mocy zrodla swiatta
(SOURCE)
o sterowanie analogowe za pomoca
potencjometru POWER (ANALOG)
o sterowanie z aplikacji na PC (DIGITAL).
e  Polzigcza SMA:
o Wyjsciowe do nadawczego widkna
optycznego (OUT)
o Wejsciowe do wtokna odbiorczego (IN)
o Klawisze funkcyjne wyboru opcji (MENU)
o (Menu) —Wejscie do wyboru opcji ustawien
o (1l)— Wybor pozycji z katalogu opcji
e  Wyswietlacz alfanumeryczny
o Pst -startowa moc zrodta §wiatta
zadana z PC,
o Pout - optyczna moc wyjsciowa zrodta s'wiatial,
o Pin - detekowana moc optyczna'.
e Pokretlo potencjometru rgcznej regulacji mocy zrodta swiatta,

Na plycie tylnej znajdujq sie:

Ztacze standardu RS232C do PC,
Ztacze standardu USB do PC,
Bezpiecznik sieciowy (350mA),
Radiator uktadu zasilacza,

Gniazdo zasilania sieciowego (230V).

! jednostki wzgledne (istnieje mozliwos¢ skalowania z poziomu MENU)



Karta przyrzadu

Modul kolorymetryczny
jako
Optyczny tester oleju napedowego

Przeznaczeniem przyrzadu jest szybka i bezpieczna analiza paliwa silnikowego,
w szczegllnosci ocena jakosci oleju napedowego pod wzgledem jego
zanieczyszczen lub domieszkowania olejem opatowym. Dziatanie analizatora
polega na uproszczonym pomiarze spektralnym badanego paliwa, tj. na
poréwnaniu pochlaniania §wiatta w wybranych kanatach spektralnych.

Typ przyrzadu:  przenosny, z sonda Swiattowodowa do pomiardéw
w zbiornikach pojazdow 1 miejscach trudno dostgpnych

Sonda: refleksyjna, zanurzeniowa,
z wymienng koncowka pomiarowa
Kabel sondy: wielowldoknowy ze §wiattowodami polimerowymi

w elastycznej ostonie z polietylenu, dt 1,5m
Zrédlo §wiatla:  wewnetrzne, quasi-monochromatyczne diody LED
pracujace impulsowo z podziatem czasu
Kanaty spektralne (dla pomiaru zanieczyszczenia olejem opalowym):
2 podwojne (zdublowane) kanaly G 525nm oraz IR 900nm
Czas pomiaru: 250 ms; obejmuje usrednienie ze 100 probek

Doktadno$¢ pomiaru:
1% (*)
Zakres pomiarowy:
100% + 40% zawartos$ci oleju napedowego (**)
(0% + 60% domieszki oleju opatowego)
Przetwornik A/D (czuto$¢ odczytu):
8-mio bitowy (1/256 zakresu pomiarowego)
Procesor: mikrokontroler AT89C2051

Odczyt: wyswietlacz LCD typu WC1601A (16x1);
dwa dwupozycyjne okna dla kazdego kanatu

* pomiar przy 20% zanieczyszczeniu
** dla uzytego toru G 525nm



DANE TECHNICZNE

IT™

DIODA LASEROWA 810nm 1.5W

Charakterystyka:

o Struktura DBSCH SQW Gain Guiding
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GaAsP/AlGaAs/GaAs
a Dhugos¢ fali emisji: 800 - 815 nm
0 Nominalna moc optyczna: 1.5 W CW
a Dopuszczalne napigcie wsteczne: 2V
o Polaryzacja TM
o Temperatura pracy (CW): od 5 do 55°C L 1
o Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C 15
R 0.5 g 1 !
& 10
1.27 8
S
S
o 4
© 0.5+ P
8 ] (o]
E Tobudowy =18°C
o le2.54 0.0 4— ‘S
0.0 0.5 1.0 15
09,0 prad diody [A]
<2 62*2: > charakterystyka charakterystyka
3.0 :
0.7 spektralna kierunkowa
} [T IU IR RPR BRI 1.0
1 P=1W
1=1.6 A
S | T=16C 0-81 i
s,
- o -
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1. Katoda diody laserowej

znormalizowana intensywnosc

T T T "~ T T T
805 806 807 808 809 810 811

o
N
1

©
o
I

-30 -20 -10 0 10 20 30

2. Anoda diody laserowej kat od normalnej [deg]
3 A [nm]
Wiasciwosci optyczne i elektryczne (T=20°C)
Symbol | Wartosé¢ Wartos¢ Wartos¢ Warunki
min. typowa maks. pomiaru
Dt. fali emisji wiazki las. [nm] A 800 815 Po=15W
Prad progowy [A] I 0.35 0.4 0.42
Prad nominalny [A] Loy 1.7 Pp=15W
Napigcie nominalne [V] Uy 2.1 Pp=15W
Zewn. sprawnos$¢ kwantowa [W/A] n 0.9 1.1
Powierzchnia emitujaca  [um X pm] 1 (L) x 100 (1)
Rozbieznoé¢ wiazki || [°] 0y 5 6 7 Pp=15W
Rozbieznos¢ wiazki | [°] 0, 15 16 17 Pp=15W

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND
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DANE TECHNICZNE

IT™

DIODA LASEROWA 810nm 3W

| ! | ! | !
Charakterystyka: ]
o Struktura DBSCH SQW Gain Guiding 37 N
GaAsP/AlGaAs/GaAs N
a Dhugos¢ fali emisji: 800 - 815 nm a -
0 Nominalna moc optyczna: 3 W CW © 2 U B
a Dopuszczalne napigcie wsteczne: 2V {;“ o
a Polaryzacja TM ‘g’. ]
o Temperatura pracy (CW): od 5 do 55°C Q 1+ P -
o Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C E 100
E Tobudowy =18"C
o l L) l L) l L)
0 1 2 3 4
prad diody [A]
lo 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1
b 1 P=2W
g 0.8 I
2
o 0.6
| | | ' AT | | | I E FWHM
Q 1=1A = 2A I=3A ©
Q T 0.4
=3 s
Q N
o T 0.2
E £
© 5]
g N 0.0l : , :
E 30 20 -10 0
N
'c—é ® (od normalnej) [deg]
% u T= 180C charakterystyki charakterystyki
= ———————— spektralne kierunkowe
802 803 804 805 806 807 808 809 810
A [nm]
Wiasciwosci optyczne i elektryczne (T=20°C)
Symbol | Wartosé¢ Wartos¢ Wartos¢ Warunki
min. typowa maks. pomiaru
Dt. fali emisji wiazki las. [nm] A 805 815 Py=2.5W
Prad progowy [A] Ly 0.7 0.8 0.9
Prad nominalny [A] Loy 3.5 4 Py=3W
Napigcie nominalne [V] Uy 2 2.1 Pp=3W
Zewn. sprawnos$¢ kwantowa [W/A] n 0.9 1.1
Powierzchnia emitujaca  [um X pm] 1 (L) x200 (1
Rozbiezno$¢ wiazki || [°] 0y 10 11 13 Py=2W
Rozbieznos¢ wiazki L [°] 0, 15 16 17 Py=2W

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY

133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND
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ITE Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotnikow 32/46, 02 668 Warszawa

Lasery pétprzewodnikowe duzej mocy (>1W) z
InGaAs/GaAs/AlGaAs na pasmo A = 940-1020 nm, pracujace na fali
ciagtej (cw) w temperaturze pokojowej (300K)

Opracowana zostata technologia wytwarzania laseréw pétprzewodnikowych duzej mocy,
pracujgcych na fali ciagtej w temperaturze pokojowej. Lasery przeznaczone sg do
zastosowan w medycynie, ochronie srodowiska i automatyce. Lasery wytwarzane sg z
naprezonych heterostruktur InGaAs/GaAs/AlGaAs otrzymywanych technikg epitaksji z
wigzek molekularnych (MBE). Obszar aktywny lasera tworzy studnia kwantowa o grubosci
6-10 nm. Falowdd lasera sktada sie z warstw gradientowych AlGaAs (GRIN).

#868@GRINSCH
W=300um; L=700um
1,2 £=0,1%; v=2kHz; t=500ns
3
8
1,04 Laser GRIN SCH SQW / 2
s InGaAs/GaAs 8
< A =980 nm £
o 0,84 mn=11WA /
® CW, 300 K /
c {
N
= 0,6 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
8 / Wavelength (nm)
o)
= 04 /
0.2 //
0,0 —

0 300 600 900 1200
I (mA)

Laser LD-980-01 opracowany w ramach projektu

Gwarantowane parametry laseréw LD-980-01

Prad progowy < 200 A/lcm? 150 A/cm? po selekcji
Sprawnos¢ kwantowa > 0.6 W/A 0.8 W/A po selekgiji
Moc CW, 300 K >05W 1 W po selekgji
Parametr T, > 150 K 180 K po selekgciji
Rezystancja termiczna <15 K/W 10 K /W




Struktury laserowe w wersji szerokokontaktowej (W=50-200 um) montowane sg na kostce
miedzianej i termoelemencie Peltiera w standardowej obudowie tranzystorowej TO-3. Do
stabilizacji mocy lasera wykorzystywana jest fotodioda krzemowa umieszczona we wspaolnej
obudowie. Typowe gestosci pradu progowego laseréw sa rzedu 150 A/cm? a sprawnosci
kwantowe przekraczajg 1.2 W/A. Lasery mogg pracowac przy zasilaniu impulsowym i w
sposob ciggly z gwarantowang mocg 1 W, w temperaturze 300 K. Dlugos¢ fali emitowanego
promieniowania, w zaleznosci od szczegotdw konstrukcyjnych, moze zmienia¢ sie w
zakresie 940-1020 nm co pozwala na wytwarzanie laserow dopasowanych do konkretnych
wymagan narzucanych przez zastosowania. Lasery zostaty przebadane na ramie trwatosci
przez 3000 godzin w warunkach pracy CW w temperaturze 25°C. Nie wykazywaty spadkéw
mocy (w granicy 5%).

Lasery w wersji opisanej powyzej pracujg wielomodowo. Przez zastosowanie ukladu z
zewnetrznym rezonatorem, w konfiguracji Littrowa, mozliwe jest uzyskanie generacji na
pojedynczym modzie podtuznym z szerokoscig linii 0.05 nm i zakresem przestrajania
siegajagcym 20 nm. Takie lasery, emitujgce moce rzedu kilkudziesieciu mW, mogq znalez¢
zastosowanie w spektroskopii molekularne;j.

Kontakt: Instytut Technologii Elektronowej
Maciej Bugajski, bugajski@ite.waw.pl, 0-22 5487 915
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DANE TECHNICZNE

GLOWICA DO ZASILANIA | AKTYWNEGO

CHLODZENIA OBUDOWY TO3/2

Charakterystyka

O0O00D0Oo0O0O0

O
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INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY

Uktad do zasilania i stabilizacji
temperatury diod laserowych, detektoréw
i elementéw mocy montowanych w
obudowach TO3/2
dwuwyprowadzeniowych.

Max emitowana moc cieplna 50W®
Nominalna opornos¢ cieplna 6 °C / W®
Napiecie max: 50V

Prad max: 15A

Napiecie max Chtodziarki Peltiera: 12V*)
Prad max chtodziarki Peltiera: 7A®*
Czujnik temperatury: termistor 50kQ*)
Temperatura pracy: od 5 do 55°C
regulowana

Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C
Zasilanie uktadu chtodzenia: 12V

A

Wentylator Chiodziarki Obudowa

Radiatar Peltiera TO-3 Diada

S Piytka
miedziany pemagenicza laserowa
Y . , -

Termistor

Chlodnica
laserowa
wowersji 1

elementy dobierane indywidualnie

133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND

A- Glowica
B- Glowica z matryca diod laserowych

Informacja techniczna i handlowa
inz. Marian Teodorczyk
tel: (+48 22) 835-30-41 wew: 159, 160, 161
Fax: (+48 22) 834-90-03
Email: Marian.Teodorczyk@itme.edu.pl




I?v — DANE TECHNICZNE GLOWICA DO ZASILANIA | AKTYWNEGO
AV4Im CHLODZENIA OBUDOWY TO3/8

Charakterystyka

Uktad do zasilania i stabilizacji

temperatury diod laserowych, detektoréw

i elementéw mocy montowanych w

obudowach TO3/8

osSmiowyprowadzeniowa.

Max emitowana moc cieplna 50W®

Nominalna opornos¢ cieplna 6 °C / W®

Napiecie max: 50V

Prad max: 15A

Napiecie max Chtodziarki Peltiera: 12V*)

Prad max Chtodziarki Peltiera: 7A*

Czujnik temperatury: termistor 50kQ*)

Temperatura pracy: od 5 do 55°C

regulowana

Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C

o Zasilanie uktadu chtodzenia wodnego:
12/230V

O0O00D0Oo0O0O0

O

A

A- Glowica

Chiodziarka
Psltiera zewnetrzna

(altermatywnie) B- Uklad chlodzenia wodnego

Obudowa
Blok chiodzenia F"I}ftkﬂ TO- Diada
wodnego pOMocnicza laserowa
R
\ —%.h-_
i 4 1]
Informacja techniczna i handlowa
[ inz. Marian Teodorczyk
tel: (+48 22) 835-30-41 wew: 159, 160, 161
S R S Fax: (+48 22) 834-90-03
.?- - Email: Marian.Teodorczyk@itme.edu.pl
5 | f" Termistor 1
rmfi
i ¥
7 A
lf -
Termistor 2

Chtodziarka Chiodnica
Pelligra wewnatrz laserowa
TO-3 wowearsji 2

(%)

elementy dobierane indywidualnie

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND



I?M- DANE TECHNICZNE OBUDOWA DIODY LASEROWEJ TO3/2

Charakterystyka

Obudowa do diod laserowych,
detektoréw i elementéw mocy —
dwuwyprowadzeniowa.

Max emitowana moc cieplna 8W
Nominalna opornosé cieplna 6 °C / W
Napiecie max: 50V

Prad max: 15A

Temperatura pracy: od -5 do 75°C
Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C

0O000D0Do

A A-A
r _
IR O
\
O
%
A A 8 15 2
" 3
15
A — Przepust obudowy:
Podstawa: kowar

= , Przepusty: szkto - metal
] - Wyprowadzenia: miedz
3 . Pokrycie: galwaniczna warstwa Au

B B — Ostonka obudowy
Kubek: MZN18Z8
8 . Okienko: szkto z dwustronnym
: 5 okryciem antyodblaskowym
= =] poKtyeiem any Wy
1 4 R . £ - Chiodnica
1 { - 1 ( - Materiat: miedz

Pokrycie: galwaniczna warstwa Au/Ni

Informacja techniczna i handlowa
inz. Marian Teodorczyk
tel: (+48 22) 835-30-41 wew: 159, 160, 161
Fax: (+48 22) 834-90-03
Email: Marian.Teodorczyk@itme.edu.pl

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND



ITM- DANE TECHNICZNE OBUDOWA DIODY LASEROWEJ TO3/8

Charakterystyka

Obudowa do diod laserowych,
detektoréw i elementéw mocy —
osmiowyprowadzeniowa.

Max emitowana moc cieplna 2W*
Nominalna opornos¢ cieplna 6 °C / W™
Napiecie max: 50V

Prad max: 15A

Napiecie max Chtodziarki Peltiera: 5V*)
Prad max Chtodziarki Peltiera: 3A*)
Czujnik temperatury: termistor 50kQ*
Temperatura pracy: od 5 do 55°C
regulowana

Temperatura sktadowania: od 0 do 75°C

iy I

O

A — Przepust obudowy:
Podstawa: kowar
Przepusty: szkto - metal
Wyprowadzenia: miedz
Pokrycie: galwaniczna warstwa Au

B — Ostonka obudowy

B Kubek: MZN18Z8

. Okienko: szkto z dwustronnym
’ > pokryciem antyodblaskowym

7] C - Chlodnica
Materiat: miedz

e ] |—r4‘|‘m ,j Pokrycie: galwaniczna warstwa Au/Ni

% g A—— D - Chiodziarka Peltiera™

Informacja techniczna i handlowa
inz. Marian Teodorczyk
tel: (+48 22) 835-30-41 wew: 159, 160, 161
Fax: (+48 22) 834-90-03
elementy dobierane indywidualnie Email: Marian.TeOdorCZyk@itme.edu.pl

(%)

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wolczyriska Str., 01-919 WARSAW, POLAND



MODUL TESTOWY DETEKTORA FOURIEROWSKIEGO

PVI - 3TE 5
OPIS DETEKTORA WIELKOSCI ZMIERZONE
Producent VIGO System S.A. Rezystancja detektora
Typ detektora PVI-3TE-5 Charakterystyka widmowa
Powierzchnia aktywna, mm?’ 0.5x0.5 zmierzona przy uzyciu
Okno BaF, spektrofotometru MIR8000

FTIR

WARUNK| POM'ARU WIELKOSCI OBLICZONE
Temperatura otoczenia, K: 297 Czutos¢ pradowa
Prad zasilania chtodziarki lax, A 0.6
Napiecie zasilania chltodziarki Unax, V 3.5 | Wykrywalnosé

Czutos¢ i wykrywalno$é wyznaczone z doktadnoscig 20%

WYNIKI POMIAROW

Lp. | Nr detektora Czutos¢ pradowa Wykrywalnosé Rezystancja Prad zasilania
(5 pm) (5 pm) detektora chtodziarki

A/W cmHz"*/W kQ A

1 4994 2.7 2.0E11 234 0.6

2 4995 3.5 1.3E11 6.4 0.6

3 4996 2.7 1.6E11 15.0 0.6

4 4997 3.3 1.9E11 15.0 0.6

5 4998 34 21E1 18.0 0.6

6 4999 34 1.1E11 49 0.6

7 5000 31 2.3E11 26.0 0.6

8 5001 3.2 2.4E11 26.5 0.6

9 5007 3.3 1.8E11 13.0 0.6

10 | 5008 31 1.8E11 15.3 0.6

VIGO SYSTEM S.A.
ul. Swietlikéw 3, 01- 389 Warszawa, e-mail info@vigo.com.pl

Tel: (4822)6660147 Fax: (0-22) 6660159 www.vigo.com.pl




MODUL TESTOWY DETEKTORA SZEROKOPASMOWEGO
PVI - 3TE 10.6

OPIS DETEKTORA WIELKOSCI ZMIERZONE

Producent VIGO System S.A. Prad ciemny

Typ detektora PVI-3TE-10.6 Charakterystyka widmowa

Powierzchnia aktywna, mm* 0.5x0.5 Zmierzona przy uzyciu

Okno BaF, spektrofotometru MIR8000
FTIR

WARUNKI POMIARU WIELKOSCI OBLICZONE

Temperatura otoczenia, K: 297 Czutosé pradowa

Prad zasilania chtodziarki lax, A 0.6 Gestos¢ szumow

Napiecie zasilania chtodziarki Uy, V 3.5 Wykrywalnos¢

Czutos¢ i wykrywalno$é wyznaczone z doktadnoscig 20%

WYNIKI POMIAROW

Lp. Nr Czulos¢ | Gestos¢ | Wykrywalnosé | Rezystancja Prad Zasilanie w Prad
detektora pradowa | szumoéw detektora zasilania kierunku ciemny
(10.6 um) | (F>1 MI-!lzz) (10.6 #zm) chtodziarki zaporowym

AW pA/Hz cmHz /W Q A mV mA
1 4873 4.2 25 1.0E10 27 0.6 75 11
2 4874 4.1 24 1.0E10 30 0.6 95 1.0
3 4960 4.1 25 9.4E09 28 0.6 75 1.1
4 4875 3.9 24 9.0E09 33 0.6 70 1.0
5 4962 3.6 23 7.9E09 30 0.6 70 0.9
6 4876 4.0 30 7.4E09 24 0.6 70 1.5
7 4969 3.5 27 7.1E09 28 0.6 95 1.2
8 4968 3.4 24 7.3E09 28 0.6 95 1.0
9 4513 3.2 25 6.4E09 30 0.6 70 11
10 | 4961 3.3 23 7.1E09 31 0.6 70 0.9

VIGO SYSTEM S.A.

ul. Swietlikow 3, 01- 389 Warszawa, e-mail info@vigo.com.pl
Tel: (4822)6660147 Fax: (0-22) 6660159 www.vigo.com.pl




MODUL TESTOWY DETEKTORA FOURIEROWSKIEGO

WIELKOSCI ZMIERZONE

OPIS DETEKTORA

Producent VIGO System S.A.
Typ detektora PVI-3TE-11
Powierzchnia aktywna, mm* 0.5x0.5
Okno BaF,

FTIR

Prad ciemny
Charakterystyka widmowa
Zmierzona przy uzyciu

spektrofotometru MIR8000

WARUNKI POMIARU

WIELKOSCI OBLICZONE

Temperatura otoczenia, K: 297 Czutosé pradowa
Prad zasilania chtodziarki l.x, A 0.6 Gestos¢ szumow
Napiecie zasilania chtodziarki Uy, V 3.5 Wykrywalnosé
Czutosc¢ i wykrywalnosé wyznaczone z doktadnoscig 20%
WYNIKI POMIAROW
Lp. Nr Czulos¢ | Gestos¢ | Wykrywalnosé | Rezystancja Prad Zasilanie w Prad
detektora | pradowa | szumoéow detektora zasilania kierunku ciemny
(11 um) | (f>1MHz) (11 pm) chtodziarki | zaporowym

AW pA/Hz"? cmHz"4/wW Q A mV mA
1 4970 3.75 30 6.7E09 24 0.6 95 1.5
2 4871 3.75 30 6.7E09 22 0.6 100 1.6

VIGO SYSTEM S.A.

e-mail

ul. Swietlikow 3, 01- 389 Warszawa,
Tel: (4822)6660147 Fax: (0-22) 6660159

info@vigo.com.pl
www.vigo.com.pl




-‘ Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
tel. (22) 835 30 41, fax (22) 834 90 03

I H

Fotodioda p-i-n z InGaAs/InP na pasmo 1,5 pm

03

— |-

12.7 min.

wymiary w mm

Struktura potprzewodnikowa wykonana z InGaAs/InP ma
konstrukcje planarng i jest pasywowana azotkiem krzemu.
Powierzchnia $wiatloczuta jest pokryta selektywna warstwa
przeciwodblaskowa zawe¢zajaca charakterystyke spektralng do
pasma 1,5 pum. Struktura fotodiodowa jest zmontowana w
obudowie T0-18 z szybka szklana.

Fotodioda jest przeznaczona do wspdlpracy z laserem
emitujacym promieniowanie w pasmie 1,5 um. Moze by¢
zastosowana w bezpiecznych dla wzroku dalmierzach.

WartoSci dopuszczalne parametréw

Parametr Symbol | Wartos¢ Jednostka
Napigcie wsteczne Vr 20 AV
Prad fotoelektryczny I, 100 HA
Temperatura pracy Topr -40 ++50 °C
gfzrggﬁg%l;fﬁgania Tsee -40++70 S

Parametry charakterystyczne (T =25°C)

Parametr Symbol Wartosé Jednostka | Warunki

pomiaru
Min. Typ. Max.

Srednica obszaru ® 0.3 mm

Swiattoczutego ’

Zakres widmowy AL 1,3 1,7 pum 10 % wartosci
maksymalnej

Czulosc A=1,5um,

fotoelektryczna St 08 AW Ur=5 \M/

Prad ciemny Iro 2 nA Ur=5V

Wykrywalno$¢ D* 1,410" cm-Hz"2/W | A= 1,5 um,
Ur=5V

Pojemnos$¢ catkowita Ciot 6 pF Ur=5V

Czas narastania t; 2 ns A=1,5 pum,

(opadania) impulsu (t) o) ns URf SV,

pradu fotoelektryczn. R =500
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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych

ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
tel. (22) 835 30 41, fax (22) 834 90 03

Fotodioda RCE z InGaAs/InP na pasmo 1,94 pm

Fotodioda RCE (Resonant Cavity Enhanced photodiode)
zawiera naprezong studnie kwantowa z InGaAs umieszczong
we wnegce rezonansowej z InP. Charakteryzuje si¢ bardzo
matym pradem ciemnym i dzigki temu osiaga duza
wykrywalnos¢. Struktura potprzewodnikowa, zmontowana w
obudowie T0-18 z szybka szklana, ma konstrukcj¢ planarna i
jest pasywowana azotkiem krzemu.

Fotodioda jest przeznaczona do wspolpracy z laserem
emitujacym promieniowanie w pasmie 1,94 um. Moze by¢
zastosowana w  miernikach ~ wilgotnosci  produktow
spozywczych. Dostgpne sa rowniez fotodiody na inne pasma
z zakresu 1,8 +1,95 um.

Wartosci dopuszczalne parametrow

Parametr Symbol | Wartos$¢ Jednostka
. Napigcie wsteczne Vr 10 Vv
é Prad fotoelektryczny I, 100 pA
Temperatura pracy Topr -40 ++50 °C
Temperatura Ty -40 ++70 °C
przechowywania e
wymiary v;;m
Parametry charakterystyczne (T =25°C)
Parametr Symbol Warto$¢ Jednostka | Warunki
pomiaru
Min. Typ. Max.
Srednica obszaru ) 0.3 mm
$wiatloczulego ’
Zakres widmowy Al 1,87 1,97 pm 10 % wartosci
maksymalnej
Czutosé A=1,94 um,
fotoelektryczna S 0.3 AW Ur=2 VM
Prad ciemny Iro 250 pPA Ur=2V
Wykrywalno$é D* 1,7-10" cm-Hz"A/W | A= 1,94 um,
UR =2V
Pojemnos¢ catkowita Ciot 6 pF Ur=2V
Czas narastania t, 2 ns A =194 um,
(opadania) impulsu (t) ) ns Ur B 2V,
pradu fotoelektryczn. R =500




“ Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

I- v — tel. (22) 835 30 41, fax (22) 834 90 03
B 1

Fotodioda RCE z InGaAs/InP na pasmo 2,06 pm

Fotodioda RCE (Resonant Cavity Enhanced photodiode)
zawiera naprg¢zona studni¢ kwantowa z InGaAs umieszczona
we wngce rezonansowej z InP. Charakteryzuje si¢ bardzo
matym pradem ciemnym i dzigki temu osiaga duza
wykrywalnos$¢. Struktura pétprzewodnikowa, zmontowana w
obudowie T0-18 z szybka szklana, ma konstrukcje planarna i
jest pasywowana azotkiem krzemu.

Fotodioda jest przeznaczona do wspotpracy z laserem ciala
statego z YLF domieszkowanym holmem, emitujacym
promieniowanie w pasmie 2,06 pm.

Wartosci dopuszczalne parametrow

Parametr Symbol | Wartos¢ | Jednostka
t
'MT ) Napigcie wsteczne Vr 10 \%
Prad fotoelektryczny I, 100 LA
§ Temperatura pracy Topr -40 ++50 °C
S Temperatura Ty 40 —+70 oC
przechowywania e

wymiary w mm

Parametry charakterystyczne (T =25°C)

Parametr Symbol Warto$¢ Jednostka | Warunki

pomiaru
Min. Typ. Max.

Srednica obszaru ) 0.3 mm

$wiatloczulego ’

Zakres widmowy AL 1,99 2,1 um 10 % wartosci
maksymalnej

Czulos¢ A =2,06 um,

fotoelektryczna S 0.2 AW Ur=2 Vu

Prad ciemny Iro 300 pPA Ur=2V

Wykrywalno$¢ D* 102 cm-Hz2/W | A = 2,06 pm,
UR =2V

Pojemnos¢ catkowita Ciot 6 pF Ur=2V

Czas narastania te 2 ns A=2,06 um,

(opadania) impulsu (t) ) s Ur = 2V,

pradu fotoelektryczn. Ry =50Q
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Qrientacja [010]
Srednica krysztatu 25 -30 mm
Dhugos¢ krysztatu 55 - 60 mm

Wiasnosci fizyczne

Ggstos¢ 3,7 gem®

Struktura jednoskosna, grupa przestrzenna C,,

State sieci a=8,095A; b=16,018 A; c=3,558 A; p=101,26"
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej [K'l  a,=10,5x10"; ay=8,3x10%; a .= 14,7x10°°
Przewodnosé cieplna  [Wm™'K™] K,=2,54; K,=1,32; K,=2,40

Ciepto whasciwe [T kg' K] 600 (20°C)

Twardos¢ [Mohs] 6,5

Wilasnosci optyczne

Gestos¢ domieszki 3,1 x 10 jonéw cm™
Przekr6j czynny na emisj¢ 4,2x10?% cm? (1061nm)
Przekréj czynny na absorpcje 2,3x10% cm?* (812nm)
Dwojtomnos$¢ optyczna 0,033 ( 1064 nm)
Wspotczynnik nieliniowosci deg 1 pm/W

Prég zniszczenia >1GW cm™

Krysztaty GdCa,O(BOs); : Nd’" oraz GdCa,O(BOs); : Yb*" - aktywny materiat laserowy w zakresie 1060 nm
pompowany dioda laserowa 812 nm i 940 nm oraz jako materiat nieliniowy do powielania i samopowielania
czestotliwosci.

Informacja Techniczno-Handlowa:
01-919 Warszawa, ul. Wélczynska 133
mgr inz. Jarostaw Kisielewski , tel. +48 22 8349949,
e-mail: Jarostaw.Kisielewski@itme.edu.pl
fax: +48 22 8645496



Monokrysztal YVO,: Nd

Materiat: YVO,
Domieszka: Neodym (Nd*")
Orientacja: [100] + 3°
Zawartos$¢ jonéw neodymu: 0.3-3.0% at.
Wymiary monokrysztalow: $rednica: 18 — 22 mm, dhlugo$¢: do 50 mm
Metoda krystalizacji Czochralskiego
Wilasnosci fizyczne
Struktura krystalograficzna: tetragonalna, typu cyrkonu
Stale sieci: a=b=7.1192 A% ¢c=6.2898 A°
Grupa przestrzenna: 14,/amd; Dy,
Ggestos¢: 4.22 glem®
Twardos$¢: ~4.5 w skali Mohs’a
Temperatura topnienia: 1810° C
Przewodnictwo cieplne (300K): lc 5.23 Wm/K; Lc 5.10 Wm/K
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (300K): 0§ ,,a” 4.43x10°/K
0$ ,,¢” 11.4x10°/K
Wspotczynnik segregacji neodymu k=0.58
Wilasnosci optyczne i laserowe
Wspdtczynniki zatamania swiatla: n,=2.1652; n, = 1.9573; A = 1064 nm
n,=2.1858; n,=1.9721; A =808 nm
Dwojtomnosé: +0.21
Pasmo przepuszczalnosci: 0.4—-5.0 um
Dhugos¢ fali generacji: 1064 nm; 1342 nm
Przekroj czynny emisji: 25x10™" cm?; A = 1064 nm
Czas zycia fluorescencji 90 ps (1% at Nd); 50 ps (2% at Nd)
Wspotczynnik absorpcji 31.4cm™; L =810 nm
Straty wtracenia 0.02 cm™; L= 1064 nm
Pasma absorpcji 748 — 760 nm; 803 — 813 nm; 877 — 881 nm
Szeroko$¢ pasma wzmocnienia 0.96 nm; A = 1064 nm
Strumien nasycenia 3.4 kW/em®
Sprawno$¢ pompowania diodowego > 60%

Monokrysztaty YVO,: Nd** to aktywny materiat laserowy na zakres 1065 nm (pompowany dioda laserowa 812
nm), stosowany gléwnie do budowy mikrolaserow. Charakteryzuja si¢ bardzo dobrymi wlasnosciami
mechanicznymi.

Informacja Techniczno-Handlowa:
01-919 WARSZAWA, ul. Wélczynska 133
inz. Jarostaw Kisielewski tel: +48 22 834 99 49e-mail: Jaroslaw.Kisielewski@itme.edu.pl
fax: +48 22 864 54 96
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Monokrysztal YAG: Co"

Materiat: Y3Al50¢,
Domieszka: Wanad ( Co %)
Orientacja: [1117]+5°
Srednica krysztatu: 20 mm + 2 mm
Dhugos$¢ krysztatu: 55 mm £ 5 mm
Wiasnosci fizyczne
Ggestosc: 4.56 g cm™
Stala sieci: 12.01 A
Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 7.5x10°K"
Przewodno$¢ cieplna: 0.13 Wem' K
Dyfuzyjnos¢ cieplna: 46x10%cm’s”
Ciepto wlasciwe: 06Jg'K!
Twardo$¢ ( Knoop ): 1215 kg mm™
Modut Younga: 300 G Pa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: 0.13+0.26 G Pa
Wytrzymato$¢ na szoki temperatury: 7+14Wcm'!
Wiasnosci optyczne
Gestos¢ domieszki Co™: (04-11.0)x 10" cm™
Przekr6j czynny na absorpcjg: 8x 10" cm?

Krysztaty YAG: Co”" wykazuja wlasnoéé nieliniowej absorpcji co wykorzystuje si¢ do budowy pasywnych
modulatoréw dobroci rezonatoréw laserowych na zakres 1500 nm, (promieniowania ,,bezpieczne dla wzroku™).

Informacja Techniczno-Handlowa:
01-919 WARSZAWA, ul. Wélczynska 133
inz. Jarostaw Kisielewski
tel: +48 22 834 99 49
e-mail: Jaroslaw Kisielewski@itme.edu.pl
fax: +48 22 864 54 96
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Monokrysztal YAG: V

M_.. -

(TR

1 1]‘|TTTTE':'J TITJITTITT T
i |

1 i = i] ) W R 1
2 3 "I’ '_-, o / ol S R E‘

INSTITUTE OF ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY
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Materiat: Y3Al50,
Domieszka: Wanad (V *)
Orientacja: [111]+5°
Srednica krysztatu: 20 mm + 2 mm
Dhtugosc¢ krysztatu: 55 mm = 5 mm
Wiasnosci fizyczne
Ggstos¢: 4.56 g cm™
Stala sieci: 1201 A
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 7.5x10°K"
Przewodno$¢ cieplna: 0.13 W cm' K
Dyfuzyjnos¢ cieplna: 46x 107 cm’ s
Ciepto wlasciwe: 06Jg'K!
Twardos¢ ( Knoop ): 1215 kg mm™
Modut Younga: 300 G Pa
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie: 0.13+0.26 G Pa
Wytrzymatos$¢ na szoki temperatury: 7+14Wcm'
Wiasnosci optyczne
Gestos¢ domieszki V' (1.5-1.8)x 10" cm™
Przekroj czynny na absorpcjg: 1x 10™"® cm?

Krysztaty YAG: V** wykazuja wlasnos¢ nieliniowej absorpcji, co wykorzystuje si¢ do budowy pasywnych
modulatoréw dobroci rezonatorow laserowych na zakres promieniowania 1300 nm.

Informacja Techniczno-Handlowa:
01-919 WARSZAWA, ul. Wélczynska 133
inz. Jarostaw Kisielewski
tel: +48 22 834 99 49
e-mail: Jaroslaw Kisielewski@itme.edu.pl
fax: +48 22 864 54 96
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Swiatlowody kapilarne

Profile luminancji §wiattowodow kapilarnych

Wybrane parametry techniczne

Parametr Rodzaj, wielko§é
Rodzaje szkiel wieloskladnikowe
Refrakcja typowo 1,55 — 1,75, specjalne poza tym zakresem
Technologia tyglowa, preformowa, hybrydowa
Srednica zewnetrzna [um] Standardowo 30 — 350, specjalne poza tym zakresem
Srednica wewnetrzna [um] Standardowo 2 — 200, specjalne poza tym zakresem
Stabilno$¢ wymiaréw poprzecznych [%] | mniejsza niz 3
Sredni stopien eliptycznosci [%] mniejsza niz 1
Pokrycie zewnetrzne Standardowo poliamidowe, twarde,
Pokrycie wewnetrzne Brak, lub tzw. kondycjonowanie wnetrza kapilary
Zakres przezroczystosci [nm] 400 — 2000 , zaleznie od materialu wlokna,
Sredni poziom przezroczystosci 80%/5m w zakresie widzialnym
Profil refrakcyjny Skokowy, wieloskokowy,
Apertura numeryczna wewnetrzna Typowo 1 lub 0,2-0,4
Apertura numeryczna zewnetrzna 0,15-04
Wytrzymalo§¢ mechaniczna [GPa] ok. 0,3-1,5
Parametr Weibulla ok.3-7
Sredni lamiacy promien zgiecia ok. Smm dla 50 pm do 30 mm dla 200 pm

Wykonane w ramach PBZ-MIN-009/T11/2003 przez:
Instytut Systemow Elektronicznych Wydziatlu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW;
Katedre¢ Promieniowania Optycznego Wydzialu Elektrycznego Politechniki Bialostockiej.

Warszawa, kwiecien 2006
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Karta informacyjna modulu przelgcznika swiattowodowego

Sklad modulu

Glowica:

Zintegrowany sterownik:

Parametry optyczne przelacznika
straty wtracenia

przestuch

odbicie wsteczne

czas przetaczenia

Parametry optoelektroniczne
wiokna optyczne:
zlacza:

Parametry mechaniczne
Wymiary glowicy :
Materialy:

Parametry Srodowiskowe
Temperatura pracy glowicy:
Temperatura pracy zintegrowanego sterownika:

Parametry zintegrowanego sterownika
Zasilanie:

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego (wg. PN-EN60601-1):

Dostosowany do pracy ciaglej:
Interfejs komunikacyjny:
Program komunikacyjny:

1szt

1szt

<2dB

<-50dB
<-60dB
< 10ms:

BFH 37-400
SMA

180%23*23mm
PAG6,
kauczuk poliuretanowy

10-50C
0-50C

220V/200mA

ItypB

tak

RS232

do: Windows 2000/XP
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Skrocony instrukcja do zintegrowanego sterownika:

Zintegrowany sterownik sktada sie z jednostki optoelektronicznej i programu komputerowego
o nazwie OFS.

Na ptycie czolowej zintegrowanego sterownika znajduje sig:

e Wiacznik sieciowy (ON/OFF)

e Przetacznik wyboru widkna wyjsciowego.
o Kanat A
o KanalB

Na plycie tylnej znajdujq sie:

Ztacze standardu RS232C do PC,

Ztacza bananowe do sterowania gtowica przetacznika,
Bezpiecznik sieciowy (350mA),

Gniazdo zasilania sieciowego (230V).



SWIATEOWODOWYCH SIATEK BRAGGA
KARTA KATALOGOWA

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Widkno: standardowe wtdkno telekomunikacyjne

Szerokos¢ spektralna: 0,08 nm - 3 nm
Wspotczynnik thumienia: do 40 dB

Dhugos¢ siatki: 0,8 mm — do 40 mm
Dhugosc¢ fali  Ag: 980 nm — 1600 nm

Podane przedziaty parametrow nie sa niezalezne. Nie wszystkie parametry moga by¢
spetnione réwnocze$nie np. szeroko$¢ spektralna i wspotczynnik thumienia.
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WYKONAWCA:
INSTYTUT SYSTEMOW ELEKTRONICZNYCH

WYDZIAL. ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa,

fax: (022) 8252300, www.ise.pw.edu.pl, e-mail: ise@ise.pw.edu.pl

Wykonano w ramach: PBZ-MiN-009/T11/2003
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Objetosciowe transmisyjne siatki dyfrakcyjne
w zelatynach dwuchromianowych

Strukture dyfrakcyjng (linie) siatki stanowi cienka warstwa Zzelatyny dwuchromianowej o odpowiednio
zmodulowanym wspétczynniku zatamania. Zelatyna jest natozona na ptaski podkfad szklany lub kwarcowy i
hermetyzowana miedzy ptytkami dzieki czemu struktura zachowuje wieloletnig trwato$¢. Na obu zewnetrznych
powierzchniach siatki naniesione sg warstwy przeciwodblaskowe na odpowiedni zakres spektralny. Strukture
dyfrakcyjng wytwarza sie w procesie zapisu holograficznego, a geometria uktadu zapisu gwarantuje bardzo
dobrg réwnolegtos¢ i prostoliniowosc¢ liniii siatki. W efekcie otrzymuje sie niemal bezaberracyjng, transmisyjna
siatke ptaskg o typowych cechach siatek holograficznych. Odpowiednim doborem grubosci zelatyny i
modulacji wspétczynika zatamania siatkom nadaje sie wysokg wydajnos¢ dyfrakcyjng, charakterystyczng dla
objetosciowych struktur fazowych. Dla wybranej dtugosci fali A, w pierwszy rzad ugiecia zostaje skierowane
70-80% energii padajacej, a wysoka wydajnos$¢ utrzymuje sie w szerokim zakresie spektralnym. Dzieki temu
siatki bardzo dobrze nadajg sie do budowy precyzyjnych i czutych urzadzen spektralnych. Kierunek
polaryzacji fali nie wptywa w znaczacy sposob na wydajnos$¢. Do prawidtowej pracy siatki wymagaja
réwnolegtej wigzki $wiatla, padajgcej pod $cisle okreslonym katem. Oznaczenie umieszczone przez
producenta pozwala na ich odpowiednie ustawienie wzgledem fali padajgcej. Widma transmisyjnych siatek
objetosciowych majg nieco inne wiasciwosci niz widma najczesciej stosowanych siatek odbiciowych. Dlatego
uzytkownikom, ktorzy zamierzajg wykorzystac siatki transmisyjne do budowy uktadu spektralnego proponuje
sie wczesniejszy kontakt w celu uzgodnienia parametréw siatki.

Wymiary [mm] : $rednica / $rednica czynna ® 35/ Dcrynne 27

grubos$c¢ 4.5 Inne wymiary i czestosci po uzgodnieniu z
Czestosci [linie/mm] 200-1000 producentem
Dtugos¢ fali A, [nm] w granicach 400-2000 nm okreslana przez uzytkownika
Wydajnos¢ przy A, 65-80% zaleznie od typu siatki
Szerokos¢ zakresu spektralnego (przy spadku | 0.66 A, - 1.33 A, szybszy spadek w kierunku krétszych fal
wydajnosci do ok. 40% )
Katy padania [deg] 5-45° zalezy od innych parametréw siatki, ale moze
okreslany przez producenta by¢ uzgadniany z uzytkownikiem
Aberracje rzedu 1A zalezne od typu siatki
Szumy (typowa wartosc) 5x107 natezenia wigzki ' catkowity szum wewnatrz kata brytowego

padajacej wokét osi optycznej
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Zdjecie i przyktadowe krzywe wydajnosci siatek 900 linii/mm na zakres 650 - 950 nm i kat padania 21.5°

Wyro6b opracowano w ramach Problemu Badawczego Zamawianego PBZ-MIN-009/T11/2003
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FAZOWY FILTR PROBKUJACY

Fazowy filtr probkujacy jest nowym elementem optycznym réwnowaznym dwuwymiarowej macierzy
»skompresowanych” mikrosoczewek, to jest soczewek, ktorych apertury sa wigksze niz odlegtosci
migdzy soczewkami ( efekt niemozliwy do uzyskania w przypadku rzeczywistych soczewek). Dzigki
temu filtr moze znacznie efektywniej spelia¢ role¢ macierzy mikrosoczewek stuzacych do
generowania obiektow periodycznych o wysokiej jednorodno$ci powielania (metrologia
optoelektroniczna, §wiattowodowa transmisja informacji).

Zalety:

— zwarta budowa pozwalajaca na wytwarzanie elementow generujacych macierze obejmujace
bardzo duza liczbg obiektow periodycznych (np. 100x100),

— wysoka wydajnos¢ dyfrakcyjna (90%),
— wysoka jednorodno$¢ powielania obrazow (lepsza niz 5%),

— wysoka rozdzielczo$¢ (od kilkudziesieciu do kilkuset razy wyzsza niz w przypadku
konwencjonalnej macierzy mikrosoczewek)

— znikomy wptyw lokalnych uszkodzen na jako$¢ obrazowania dzigki kolektywnemu dyfrakcyjno-
interferencyjnemu charakterowi tworzenia obrazu.

Przyklad:

ALH B
e e S e

g eE wEa ]
iy

fragment 8-poziomowego fazowego filtra probkujqcego  fragment macierzy mikroobrazow uzyskanych dla

wykonanego na podlozu kwarcowym obiektu wejsciowego w postaci gwiazdki wpisanej
(fot. mikroskop optyczny, powigkszenie x1000) w okrqg o Srednicy 0,61 mm
dane filtra wlasciwosci
v apertura 40x40 mm?2, v' element rownowazny macierzy 200x200
v okres przestrzenny d=0.2 mm, soczewek o ogniskowej 62.6 mm i aperturze

39.6 mm

v komorka elementarna (200x200mmZ2) ztozona ) ., ) L
v’ rozdzielczo$¢ 2 um (dla macierzy zlozonej

z macierzy 100x100 kwadratowych elementow

o boku 2 pm, z socz'ewe’k, konwencj onalnych 198 pm),
v 8 pozioméw fazowych, v' wydajno$¢ dyfrakcyjna 91%,
v dhugosci fali A=632.8 nm. jednorodno$¢ powielania obrazéw 5%

wykonano w ramach PBZ-MiN—009/T11/2003

www.itme.edu.pl
kontakt: dr inz. Andrzej Kowalik, tel. (0 22) 835 30 41 w.417, e-mail: akowalik@itme.edu.pl
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MACIERZE MIKROSOCZEWEK
DO FORMOWANIA WIAZKI SWIATELA EMITOWANEJ
PRZEZ MATRYCE DIOD LASEROWYCH

Typ elementu optycznego: macierz mikrosoczewek
macierz dyfrakcyjnych soczewek eliptycznych l
Charakterystyka: g

— zwarta, miniaturowa budowa pozwalajaca na
integracj¢ z macierza diod,

— regularny prostokatny przekr6j formowanej wiazki,

— kolektywny charakter rozktadu natgzenia wiazki
(suma natg¢zen wiazek emitowanych przez

poszczegolne diody), 10 mm
— sprawnos¢ siggajaca 85% (zaleznie od parametrow
macierzy diod i wykonania elementu). macierz diod laserowych

w obudowie TO3 z uktadem
optycznym formujqcym wiqzke

schemat formowania wiqzki Swiatla emitowanej przez fragment elementu dyfrakcyjnego
Jjednowymiarowq matryce diod laserowych za pomocq obejmujqcego 32 soczewki eliptyczne
uktadu dyfrakcyjnych soczewek eliptycznych (widoczna granica dwoch soczewek)

minimalny przekro6j wiazki
ax=2'zyI'tan(6,)/(d-1) ay=1.224/sin(6,)
d — odlegto$¢ migdzy diodami (modul macierzy), / — dlugos$¢ krawedzi emitujacej swiatto (pojedyncza dioda),
6, , 6. — apertury katowe w plaszczyznie prostopadtej (y) i réwnolegtej (x) do krawedzi emitujacych $wiatto,
A - dlugos¢ fali §wiatla, a,, a, — przekrdj wiazki w odleglosci z, (z> z))

opracowano w ramach PBZ-MiN—009/T11/2003
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— WOJSKOWA —
AKADEMIA TECHNICZNA

DWUBARWNY LIDAR ROZPROSZENIOWY
DO WYKRYWANIA SZTUCZNYCH AEROZOLI

— 1 /7

Glowica
lasera

i

Blok Zasilacz
akwizycji lasera

Uktad
sterowania

W

Zespol Wzmacniacz
detekcyjny regulowany

SYNCHRONIZAGJA

¥

Manipulator
Uktad reczny
sterowania

silnikami Wytaczniki

krancowe

ENC
{enkader)

Schemat
blokowy
ENC Blok i widok

=i Sjinik zasilania systemu

(enkoder) |
lidarowego

Podstawowe parametry funkcjonalne systemu:

Diugosé fali: 1064 nm, 532 nm

Energia wyjsciowa: 100 mJ/impuls (1064 nm)
65 mJfimpuls (532 nm)

Szerokoscé linii: ok.1 nm

Czas trwania impulsu: ok. 10 ns

Repetycja: 20 Hz

Optyka nadawcza: zapewniajaca kat rozbieznosci wigzki
ok. 1 mrad

Optyka odbiorcza: odbiciowa (zwierciadla paraboliczne
pozaosiowe), apertura wejsciowa 10 cm

Pasmo odbiornika: 130 MHz

Zasieg wykrycia chmury aerozoli: do 10 km

Zasilanie: 230V/50Hz lub z akumulatora

System lidarowy zostat opracowany dzieki dofinansowaniu przez Ministerstwo Mauki | Szkolnictwa WyZszego
w ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ-MIN-009/T11/2003

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI
00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2, tel. (48 22) 683 94 30, www.ioe.wat.edu.pl
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